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Typ tranzystora: tranzystor krzemowy
Firma: TESLA

Wykonanie: tranzystor polowy MOS kanal typu
N, o duzej rezystancji wejsciowej, w obudowie
metalowej

Zastosowanie: wzmacniacze, przetaczajace uklady
impulsowe

Typy podobne: 3SK21 (Hit)

Rys. 1-789. KF521

Wartosci charakterystyczne"
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przy Ip =10 pA, Ugs = —6 V
przy Ipg = 10 pA, Upg =6V

przy
przy
przy
przy
przy
przy
przy

przy

przy

Ugs = —20 V, Upg =0

Ups =6V, Ugs =0

Ups =6 V, Ins = 5 mA, f=1 kHz
Ups =6V, Ugs =0, f=1 MHz
Ups = 0,1V, Ugs =0
Ups=0,1V, Ugs= —6 V

Ups =6V, Ins =5 mA, f=1 kHz

Ups = 6 V, Ugs = 0, f= 10 MHz

Ups =6V, Ugs = 0, f= 100 MHz
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Warto$ci graniczne®
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Rys. 1-790. Zalezno$¢ maksymalnej mocy
strat od temperatury otoczenia
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Rys. 1-794. Zalezno$¢ rezystancji rpg od tem-
peratury otoczenia

Rys. 1-793. Charakterystyki statyczne
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